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Нанокристаллический оксид индия (In2O3) характеризуется большой удельной поверхностью, в силу чего материал чувствителен к присутствию в воздухе различных газов (например, NO2, CO, CO2) и является перспективным для создания газовых сенсоров резистивного типа [1]. В настоящее время подобные сенсоры работают преимущественно при высокой температуре (около 400 °С), которая способствует ускорению процессов адсорбции и десорбции детектируемого газа с поверхности сенсора. Важной задачей является снижение рабочей температуры газового сенсора. В данной работе исследуется возможность использования ультрафиолетового освещения нанокристаллического оксида индия для снижения температуры детектирования диоксида азота. 
Синтез нанокристаллических образцов In2O3 проводился золь-гель методом с последующим отжигом. В зависимости от температуры отжига были получены образцы со средними размерами нанокристаллов 8 нм, 20 нм, 40 нм. Полученные пленки In2O3 толщиной 1 мкм наносились на стеклянные подложки. На пленки напылялись золотые контакты для измерения электрических характеристик. Результаты экспериментов показали, что ультрафиолетовое освещение позволяет использовать нанокристаллический оксид индия для детектирования диоксида азота при комнатной температуре. Кроме того, образцы с минимальным размером нанокристаллов продемонстрировали наибольшее изменение проводимости при добавлении диоксида азота в атмосферу. Этот факт можно объяснить тем, что удельная поверхность данного образца наибольшая.
В работе была изучена возможность использования мигающего ультрафиолетового освещения. Было выявлено, что при уменьшении общего времени освещения нанокристаллического оксида индия возможность детектирования диоксида азота остается, но при этом ухудшается отклик образца на газ, а время его восстановления увеличивается.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ (НШ-3461.2014.2).
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